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( 1) Epitaxial成長により得られた低不純物濃度 (N D =4.7 X 101\m-3 )の試料を用いて、磁場中(~







係数を不純物濃度及び温度の関数として測定し、 cascade capture理論及びその modify した理論を用
いて解析を行った。
低不純物濃度の試料の場合、 ドナーの基底準位から伝導帯及び 2p 励起準位への光遷移に基って光
伝導の温度依存性は cascade capture理論で、良く説明された。特に 2p への光遷移にもとづく光伝導
は photo-thermal ioniza tion によると考えられるが、その異常に小さい活性化エネルギー(約3.5cm-1 )
は上記の理論で良く説明された。
高不純物濃度 (N D =1.2 X 1015cm-3 )の試料.の場合、実験結果は上記理論では説明できない。そこで
higher な励起準位が電子を伝導帯ヘ generate する役割は不純物濃度の増加に伴い減少するという、
modi f ica tion を cascade capture理論にほどこし実験を説明した。尚、高不純物濃度の試料において













めに、 Ascalleri等が Ge の再結合の説明に用いたモデルー電子が励起状態聞をさまよい歩くというモ
デル をこの GaAs の遠赤外光伝導に適用して成功した口実験、解釈、共に創意に富み学作品文とし
て価値あるものと考える D
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